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des ESD-Schutzes festzustellen, sollen technologie-

abhängige Entwurfsrichtlinien abgeleitet werden, die 

die notwendige Robustheit für zukünftige Designs 

gewährleisten. Diese für eine Technologie gültigen 

Entwurfsrichtlinien sind entscheidend für eine Zeit- und 

eine damit eng verbundene Kostenersparnis zukünftiger 

Produkte. 

Projektstruktur

Das Projekt SIDRA ist in drei Arbeitspakete unterteilt 

(siehe Abbildung 1.03), die thematisch eng miteinander 

verzahnt sind. 

Thematische Schwerpunkte der Arbeitspakete sind 

„ESD-Charakterisierung und Standardisierung“ (AP 1), 

„ESD Bauelementesimulation“ (AP 2) und „ESD-Schalt-

kreissimulation“ (AP 3). 

In AP 1 „ESD-Charakterisierung und Standardisie-

rung“ werden die messtechnischen Charakterisie-

rungsmethoden entwickelt, die zur Erzeugung und 

optischen Messung der schnellen, hohen Strom-

transienten benötigt werden (siehe Abbildung 1.04). 

„State of the art“ zu Beginn des Projektes waren 

Untersuchungen zu dem Einfluss schneller transienter 

Pulse nach dem Charged-Device Modell (CDM: Pulse 

bis zu 10 A bei t < 2 ns) auf Einzelbauelemente, die 

in Schutzstrukturen eingesetzt werden. Hierzu hatte 

bereits das Vorgängerprojekt ASDESE einen wesentli-

chen Beitrag geliefert. Die Beiträge von SIDRA gehen 

weit über diese Arbeiten hinaus. Die Herausforderung 

von SIDRA besteht vor allem darin, die Simulationsme-

thodik für CDM-ESD von der Einzelbauelementebene 

auf wesentliche Teile des gesamten Schaltkreises unter 

Berücksichtigung aller parasitären Einflüsse seitens 

Gehäuse, Substrat, Testermodell, etc. zu entwickeln. 

Die neue Methodik wird auf fortschrittliche Technolo-

gien angewandt, die mit deutlich kleiner werdenden 

Strukturweiten eine ansteigende Integration ermögli-

chen. Diese weisen jedoch eine höhere Empfindlichkeit 

gegen Schädigungen durch ESD auf, zum Beispiel 

aufgrund verringerter Durchbruchsspannungen der pn-

Übergänge und der deutlich dünneren Gateoxide. 

Durch die Entwicklung der CDM-Simulationsmetho-

dik, mit der es möglich ist, präventiv Schwachstellen 
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Abbildung 1.03: Projektstruktur von SIDRA

Das Projekt SIDRA verfolgt das technische Ziel, Simulationsmethoden zu entwickeln, die es ermöglichen, 

präventiv Schwachstellen im Design festzustellen, um integrierte Schaltkreise (ICs) gegen die elektrosta-

tische Zerstörung durch schnelle transiente Pulse zu schützen. Der Schutz gegen solche Belastungen 

wird für zukünftige Technologien immer wichtiger, da deren Empfindlichkeit stark zunimmt. Gleichzeitig 

steigen die Anforderungen an die Robustheit der ICs gegen elektrostatische Entladungen (electrostatic 

discharge, ESD). Dabei sollen hohe Qualitätsanforderungen, insbesondere im sicherheitskritischen Auto-

mobilbereich, erfüllt werden unter der Maßgabe, Kosten und die damit verbundenen Entwicklungszeiten 

zu reduzieren. Das Projekt SIDRA ist eingebettet in ein europäisches Konsortium (Medea+ SIDRA T104).
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